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半導体素子評価のための
希釈冷凍機温度磁場中近接場光学顕微鏡の開発
集束イオンビーム (FIB: Focused Ion Beam)加工観察装置による支援をいただいた「希釈冷凍









































図 1. (a) 近接場プローブの走査型イオン
          励起二次電子 (SIM)像
       (b) 近接場プローブ先端部の SIM像
先端機器共用イノベーションプラットフォーム
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図 2.  希釈冷凍機温度磁場中
近接場光学顕微鏡の外観写真
